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Problem: Elektronika üçün 
perspektivli olan material və 
strukturların alınması və tədqiqi. 
 
Mövzu: Nano- və mikroelektronika 
üçün perspektivli olan yarımkeçirici 
materiallar və onların əsasında 
strukturların texnologiyası, optik və 
elektrik xassələri. 

Günəş energetikası, nano- və 
mikroelektronika üçün yararlı 
olan material və strukturlarin 
alınması və onların çıxış 
parametrlərinin optimallaşdırıl-
ması 

01.01.2009 31.12.2011 F.Ə.Rüstəmov 
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İş 1. p-Si monokristallik lövhələrində 
lyuminessensiya qabiliyyətli 
makroməsaməli Si təbəqələrinin 
eletrokimyəvi aşılama metodu ilə 
alınma texnologiyasının işlənməsi və 
onların şüalanma spektrlərinin tədqiqi. 
2mərhələ. Görünən oblastda 
lyuminessensiya verən və optik 
ölçmələr üçün yararlı olan bircins 
makroməsaməli Si təbəqələrinin 
yüksəkomlu (100) orientasiyalı p-Si 
dan alınma texnologiyasının 
işlənməsi, onların morfologiyasinin 
və şüalanma spektrinin tədqiqi. 

Otaq temperaturunda görünən 
oblastda lyuminessensiya verən 
və optik ölçmələr üçün yararli 
olan bircins makroməsaməli Si 
təbəqələrinin yüksəkomlu (100) 
orientasiyalı p-Si monokristallik 
lövhələrindən alınma 
texnologiyasının işlənməsi, 
onların morfologiyasinin tədqiqi 
və emissiya spektinə müxtəlif 
növ turşuların təsirinin tədqiqi. 
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İş2. Günəş batareyalarının baza 
elementi olan Znx(Cd1-x,Sy)Sе1-y nazik 
təbəqələrinin kimyəvi və 
elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə 
alınması, onlarin elektrik, fotoelektrik 
və optik xassələrinin tədqiqi. 

2mərhələ. Alinmış Znx(Cd1-x,Sy)Sе1-y 
nazik təbəqələrinin elektrik və 
fotoelektrik xassələrinin tədqiqi. 

Znx(Cd1-x,Sy)Sе1-y nazik 
təbəqələrinin kimyəvi və 
elektrokimyəvi üsulla alınması 
texnologiyasının işlənməsi, bu 
eksperimental parametrlərin və 
tərkiblərin alınmış nümunələrin 
parametrlərinə təsirinin 
öyrənilməsi 
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 M.Ə.Cəfərov 
V.Ə.Baqiyev 
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4 İş 3. Qaz boşalması plazmasınin 
yarımkeçiricilərin səthindəki 
nanostrukturun və polimerdəki 
nanokompozitlərin morfologiyasına, 
optik və elektrik xassələrinə təsirinin 
tədqiqi 
2 mərhələ. Qaz boşalması plazmasının 
yarımkeçirıcilərin səthindəki 
nanostruktura və polimerlərdəki 
nanokompzitlərin optik xassələrinə 
təsirinin öyrənilməsi. 

Qaz boşalması zamanı plazma- 
kimyəvi işlənmənin müxtəlif 
rejimlərinin müxtəlif növ 
yarimkeçiricilərin və səthindəki 
nazik təbəqələrinin morfologiya-
sına təsirinin tədqiq edilməsi 01.01.2010 31.12.2010 

 N.N.Lebedeva 
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Y.Y.Bobrova 
Ə.X. Muradov 
 

5 İş 4. Amorf və monokristallik metal 
təbəqəli metal – yarımkeçirici 
kontaktların emission və elektrofiziki 
parametrlərinin tədqiqi  
2mərhələ. Al80Ni20/nSi kontaktları 
baryer hündürlüyünün həqiqi 
qiymətinin və Al-TiW-PtSi/-nSi Şottki 
doidlarının işığa həssaslığının tədqiqi. 

Amorf metal təbəqəli 
Al80Ni20/nSi kontaktlarının 
emission parametrlərinin və 
monokristal metal metal təbəqəli 
Al-TiW-PtSi/nSi Şottki 
diodlarının induktivlik və 
dielektrik xassələrinin tədqiqi 
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